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Буга чейинки жумуштарда вакансиянын (V) жана кошулма иондун (MP) өз ара 

аракеттешүүсүндөгү иондук процесстердин негизинде эффективдүү рекомбинациялык 
деңгээл ар түрдүү энергетикалык аралыкта болоорун жана бул кристаллдардагы 
радиациялык туруктуулукка алып келээрин белгилегенбиз [1-4]. 

Белгилүү болгондой радиациялык нурдантуу жарым өткөргүчтөгү тыюу 
салынган зонадагы  локалдык электрондук деңгээлдин спектринин өзгөрүшүнө өтө 

сезгичтүү нурдануудагы деградация касиетине жооптуу болгон баштапкы дефекттерди, 
б.а. вакансияны (V)  жана түйүн аралык иондук (I) дефекттерди генерациялайт жана 
алгачкы агымдык кыймылында башка дефекттер же кошулмалар менен өз ара 

аракеттенишип, нурданган обьектинин касиетине таасир этүүчү кошулма-дефектүү 
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комплексти пайда кылышат ошондой эле тыюу салынган зонага жаңы локалдык 
деңгээлди киргизет. 

Анда кошумча дефекттин пайда болуу ыктымалдуулугунун ылдамдыгын 

төмөнкүдөй аныктайт [5]:
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  - диффузия коэффициенти; I- дефект; L – кристаллдын 

мүнөздөөчү өлчөмү. 
Бул алынган жыйынтык (Lm) кристаллдагы кошумча дефекттердин (Е-

борборлордун) концентрациясынын өсүшү (Ln) поликристаллга караганда бир кыйла 
эффективдүү экендигин көрөбүз, б.а. 
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Бул алынган жыйынтыктын физикалык маңызы төмөнкүдөй: поликристаллда V 
жана I агымы кыйла тезирээк кыймылдайт, ошондуктан вакансия (V) менен кошулма 
иондун (МР) өз ара аркеттениши ылдам болот б.а. аябай эффективдүү 

рекомбинациялык Ec = 0,4 эВ деңгээлге кирген Е-борбордун концентрациясы 
поликристаллдарда бир кыйла аз болот, бул ток алып жүрүүчүлөрдүн жашоо убактысы 

менен байланышкан  обьектилердин радиациялык туруктуулугуна алып келет. 
Мына ошентип кошулма иондун таасиринин негизинде иондук процесстер 

аткарылып, анын натыйжасында поликристаллдарда да дефекттердин пайда болушун 

тездеткендиги аныкталды. 
Бул макаланы даярдоодо терең консультация бергендиги жана илимий 

иштерибизге жетекчилик кылгандыгы үчүн ф.-м.и.д., профессор Б.Араповго терең 
ыраазычылык билдиребиз. 
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